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１．概要（Summary） 

シリコンデバイスは機械特性や熱特性の異なる複数の

材料で構成されるため、製造工程時に応力が発生しやす

く、それが性能劣化に繋がることが懸念されている。そこ

で本課題では、LSI 実装品の応力分布を NPF の設備を

用いて測定し、応力源の影響が可視化できるのかを調査

した。 

 

２．実験（Experimental） 

・使用した主な装置 

 顕微レーザラマン分光装置 

 

・実験方法 

本調査では、LSI 実装品を試料とした。NPＦの顕微レ

ーザラマン分光装置にてレーザを試料に照射し、試料内

部からのラマンピークを検出した。レーザの波長は 532 

nm、出力は 5 mW とし、グレーティングは高分解能仕様

（スペクトル分解能: 3cm-1）とした。応力分布は制御ソフト

OMNIC 上の Atlus 機能にて、レーザを走査して取得し

た。応力分布の典型的な画素サイズは 10 x 10 （μm）と

した。装置に設置された校正用のシリコンを用いて応力の

基準値とし、そこからのラマンピークのズレを応力に換算

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 は LSI 実装品のコア領域で取得した平面応力分

布の結果である。周囲が黒いのはシリコンからの信号が

無いためである。全体的に引張応力が支配的であるが、

領域によっては圧縮応力も見られた。この結果より、当初

予想していた一様な応力分布ではなく、内部のレイアウト

により複雑な分布が発生していることが分かった。一方、

コア内部にも測定不能であった領域があった。これはレー

ザ照射領域がチップ裏面の印字面であったため、乱反射

により十分なラマン信号量が検出器に到達しなかったと考

えられる。今後、詳細に応力解析するには、試料面を研磨

する必要があることが示唆される。総合的に判断すると、コ

ア内部の応力源の影響は、ラマン分光法にて可視化でき

ると言える。今後も詳細な評価を継続する予定としている。 

 

Fig.1 Plan-view stress map of LSI devices by 

Raman spectrometry. 
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